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L’ajout d’ahtminium a SIC favorise sa densification par formation d’un carbure temaire AI$iC4. Une 
methode de preparation de ce compose est proposee, ainsi que la determination de sa formule de 
composition. A14SiC4 est de structure hexagonale, et ses parametres de maille ont CtC mesures: a = 
3,28 A, c = 21,72 hi. Les monocristaux ont Ctt Ctudies par diffraction de rayons X, microsonde 
electronique et microscopic optique. Un phbnomene de croissance en Cpitaxie est signal6 entre A&Sic4 
et le carbure AI&, et la possibilite d’existence d’une famille de carbosiliciures de formule getterale 
A&(SiC). est envisagee. 

An addition of aluminum to Sic promotes its densification through the formation of a ternary carbide 
Al$iC.,. A method of preparation of this compound is proposed, and its composition formula has been 
determined. AhSiC4 has an hexagonal structure, with lattice parameters a = 3.28 A and c = 21.72 A. 
Single crystals have been studied by X-ray diffraction, electronic microprobe, and optical microscopy. 
An epitaxial growth effect has been observed between A&Sic4 and the carbide Al&, and the possible 
existence of a family of Al&(SiC), compounds is proposed. 

Introduction Darts le cas de I’aluminium, ce n’est pas le 
metal qui provoque la formation d’un 

Un ajout de quelques pourcents d’alu- eutectique, ni meme le carbure d’aluminium 
minium en poudre facilite grandement la Al&, mais un carbure ternaire A14SiC4. Le 
densification de a-Sic par compression a diagramme Si-Al-C a CtC jusqu’ici tres peu 
chaud ou par frittage naturel. Un certain CtudiC. La premiere mention d’un carbure 
nombre d’auteurs ont deja constatt cet effet mixte a CtC faite par Barczak (7) apres anal- 
(l-5), et nous memes avons Ctudie recem- yse de cristaux jaunes obtenus par sublima- 
ment l’influence de divers ajouts sur la densi- tion des elements constitutifs. Selon cet 
fication de ce carbure (6). auteur, ce compose existe sous deux va- 

Dune facon g&r&ale, nous en avons de- t-i&es ff et p qui peuvent Ctre preparees, la 
duit que tout Clement d’addition susceptible premiere par frittage d’un melange stoe- 
de provoquer, soit en tant que tel, soit en se chiometrique d’aluminium, de silicium, et 
combinant a d’autres elements presents de carbone a 17OO”C, et la deuxibme par 
dans le milieu en tours de densification, la frittage a 1800°C d’un melange bquimolecu- 
formation d’un eutectique avec Sic Ctait fa- lake de carbure d’aluminium et de carbure 
vorable a la densification du carbure. de silicium. Une structure hexagonale est 
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proposee pour la variete (Y, a partir d’un 
cliche de poudre comportant deux reflex- 
ions intenses supplementaires non indexees 
que l’auteur attribue Q des impuretes. 

Au tours de leurs essais, Boussard et 
Daire (6) ont mis en evidence un compose 
dont le diffractogramme de Debye-Scher- 
rer est en bon accord avec celui de Barczak 
(7). A partir de ces observations, ils furent 
conduits a proposer l’existence des sec- 
tions quasi-binaires Al&-A&Sic4 et A14 
SiC4-Sic dans le diagramme Si-Al-C. 

Le present article concerne la prepara- 
tion et l’examen cristallographique du com- 
pose A14SiC4. Une methode d’obtention de 
monocristaux a CtC mise au point, afin d’e- 
liminer tous risques d’incertitude sur sa 
composition chimique et ses proprietes 
cristallographiques, en raison du recoupe- 
ment possible de certaines de ces pro- 
p&es avec d’autres carbures, en particu- 
lier Al&. 

Preparation de Al&iC$ 

Ce produit se prepare sans difficult6 par 
frittage-reaction a 1700°C du melange 
stoechiometrique d’Al, Si, et C correspon- 
dant a la formule A&SiC4. 11 est possible 
aussi de l’obtenir, mais plus difficilement, a 
partir de A& et de Sic a 1800°C; dans ce 
dernier cas, la reaction est longue et neces- 
site plusieurs broyages et frittages succes- 
ifs. 

Al&Sic4 se presente sous la forme d’une 
poudre orange. Son spectre de diffraction X 
se differencie nettement de ceux des CIC- 
ments de base ou de composes connus du 
systbme ternaire. 11 correspond au spectre 
de la vat-i&C a! propose par Barczak, mais 
comporte un certain nombre de reflexions 
supplementaires; la variete dite p n’a par 
contre jamais CtC observee (Tableau I), 

quelles qu’aient CtC les conditions de prepa- 
ration ou les mat&es premieres utilisees. 

La preparation doit etre conduite sous at- 
mosphere controlee inerte. En effet, Al4 

Sic4 presente une forte instabilite a haute 
temperature et commence a se dissocier 
dbs 1800°C avec formation d’aluminium. A 
cette temperature, l’aluminium reagit fa- 
cilement avec l’azote de l’air pour former 
AlN. L’oxygbne, impurete principale, est 
aisement rep&able. I1 se retrouve apres 
frittage dans l’oxycarbure A&O& facile- 
ment identifiable aux rayons X par ses qua- 
tre premieresQraies intenses a 4,22, 3,87, 
3,30, et 3,ll A. Ce compose oxygen6 peut 
Ctre Cgalement identifie par metallographie. 

Determination de la FormuJe de 
Composition 

La ligne A14SiC4-Al& correspond a une 
section quasi-binaire du diagramme Al-Si- 
C, et il est possible d’eliminer le carbure 
d’un melange Al&/Al&SiC4 par lavage 
acide. Le dosage du produit residue1 per- 
met ainsi la determination de la formule du 
carbure ternaire. Le procede utilise est le 
suivant: un melange Sic-Al&, dont la 
composition aprbs traitement correspond Q 
un melange Cquimoleculaire de A&Sic4 et 
de Al&, est soumis a un frittage nature1 
sous argon U a 1800°C. La reaction a l’etat 
solide est complete apres trois recuits suc- 
cess& de 22 hr suivis de broyages, car il 
importe d’eviter la presence de carbure de 
silicium residue1 qu’aucun traitement 
chimique ne permet d’eliminer. L’echantil- 
lon massif obtenu est soumis a une attaque 
a chaud par HCl concentre jusqu’a desagre- 
gation complete et la poudre rtsiduelle, 
broyee, tamisee a 60 pm, est soumise a une 
deuxieme attaque par HCl pendant 24 hr. 
Apres lavage a l’acide fluorhydrique et a 
l’eau distillee, rincage a l’alcool, sechage 
sous vide, la poudre est chauffee a 1850°C 
afin de chasser les halogenures et les oxy- 
des ou oxycarbures volatils susceptibles 
de s’etre form& au tours de l’attaque 
chimique. 

Le produit final ne presente aux RX que 
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TABLEAU I 

DIFFRACTOGRAMME DEBYE-SCHERRER DE A14SiC4. CLICHE? DE POUDRES, 
RAYONNEMENT CuKa, A = I,54056 A 

M&nge CquimolCculaire A&-Sic frittt B 1800°C 
cu-A&Sic4 

d’apr&s Barczak 

p-Al$iCa 
d’aprbs 
Barczak 

20 exp. (“) Ill, d exp. (A) hkl A26 (“) d hk, IIIIJ hkl dta I& 

8,13 3 10,86 002 -0,001 lo,80 
16,34 2 5,42 004 +0,029 5,40 
24,57 6 3,62 006 -0,002 3,60 
31,47 20 2,840 100 +0,006 2,83 
31,77 65 2,814 101 +0,030 2,80 
32,54 35 2,749 102 -0,011 2,74 
32,98 5 2,714 008 +0,010 2,71 
33,87 20 2,644 103 +0,004 v4 
35,68 35 2,514 104 +0,043 2,51 
37,87 45 2,374 105 +0,055 2,37 
40,34 57 2,234 106 +0,012 2,23 
41,54 45 2,172 00.10 -0,003 2,16 
43,17 5 2,094 107 +0,024 - 

40,21 8 1,963 108 -0,009 1,95 
49,55 40 1,838 109 +0,032 1,84 
53,08 2 1,724 10.10 +0,044 - 

56,03 100 1,640 110 +0,001 1,63 
56,70 6 1,622 112 -0,015 - 

60,68 53 1,525 10.12 -0,060 1,52 
62,07 8 1,494 116 -0,007 
64,63 8 1,441 10.13 -0,047 
65,81 30 1,418 201 -0,039 
66,33 15 1,408 202 +0,015 
67,09 5 1,394 203 -0,015 
68,20 20 1,374 204 +0,003 
68,88 20 1,362 10.14 -0,028 
69,58 40 1,350 205 -0,003 
71,21 33 1,323 206 -0,053 
72,03 90 1,310 11.10 -0,077 

1 
3 

10 
30 

100 
21 
12 
14 
36 
48 
66 
48 
- 

2 
25 

- 

61 
- 

16 

001 5,Ol 10 
002 4,53 22 
003 4200 13 
200 3,38 30 
112 2,75 100 
201 2,64 12 
004 2,55 48 

? 2,50 33 
202 2,42 22 

? 2,40 39 
203 2,37 24 
005 2,19 7 
- 1,86 19 

204 1,84 13 
213 1,58 39 
- 1,57 22 

220 1,42 20 
- 1,34 10 

215 1,33 15 

les raies de diffraction de Al,SiC,; sont ab- 
sentes en particulier celles de Sic, Al&, 
A&O&, et du graphite. 

I. Dosage de Carbone 

Le produit a CtC calcine a lair a poids 
constant. Pour connaitre la teneur en car- 
bone libre, il a fallu tout d’abord suivre sa 
perte de poids a 800°C. Comme le montre 
l’essai effectue avec un Ctalon artificiel, la 
presence de carbone libre se traduit par une 
perte de poids au tours de la premiere minu- 

te de la calcination, en raison de l’oxyda- 
tion rapide du carbone en CO (Fig. 1). 11 
apparait sur la mCme figure que l’echantil- 
lon Ctudie presente une courbe d’oxydation 
toujours nettement au dessus de Am/m0 = 
0, et done peut Ctre considere comme ex- 
empt de carbone libre. L’oxydation totale 
en A&O3 et Si02 necessite un chauffage de 
trois semaines a 1400°C. 11 en est resulte 
une variation relative de poids Am/m0 = 
0,433 + 0,007. 

Pour un Cchantillon de formule A14SiC4, 
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-6 

- 
temps ma 

FIG. 1. Dosage du carbone libre par calcination B 
I’air B 800°C. 0, A&Sic4 composition stoechiombtri- 
que; 0, carbure mixte extrait d’un mdlange A&- 
SIC fritt6; +, mklange Ctalon A&SIGC (9% poids 
de C). 

cette variation calculee serait Cgale a 
0,4345, valeur t&s proche de l’experience. 

II. Analyse de 1’Aluminium et du Silicium 

La teneur en aluminium et silicium a CtC 
determinCe par spectrometrie d’emission a 
lecture directe. Cette methode, utilisee en 
routine pour le dosage des elements dans 
les roches, presente de nombreux avan- 
tages, notamment: 

En negligeant les impuretes, la reaction 
d’oxydation du compose peut s’ecrire 

Al,Si,C, + Ot + Bx A&O3 + ySi0, 

Cette reaction s’accompagne d’une varia- 
tion relative de poids de 43% done 

-une bonne precision (+2% en valeur 
relative) et une grande fiabilite; 

-la possibilite de doser simultanement 
et sur une mCme prise d’essai la totalite des 
elements pour lesquels l’appareil a CtC Cta- 
lonne . 

= loo * 
1,998x + 2,664~ - z = 43 3 
2,246x + 2,338~ + z ’ 

D’apres les proportions d’alumine et de si- 
lice dans l’echantillon oxyde (Tableau II), 
on calcule x/y = 4,600, d’ou: 

x = 4,600~ et z, = 4,444~. 

Les valeurs moyennes des teneurs en oxy- Si, pour des considerations structurales 
des obtenus apt-es oxydation complete de developpees plus loin, il convient d’admet- 
trois Cchantillons distincts sont regroupees tre une formule a 9 atomes, il vient: 

au Tableau II. 11 apparait un exces d’alu- 
minium et un defaut de silicium par rapport 
aux valeurs theoriques. Ces &arts ne pou- 
vant etre attribues aux erreurs de mesure, 
peuvent Ctre dus a la presence de carbure 
d’aluminium residue1 non Climine au tours 
des lavages acides. Cependant, pour justi- 
fier de tels &arts, il faudrait que le melange 
analyse contienne environ 12% de carbure 
d’aluminium avant oxydation; une telle te- 
neur en impurete est aisement decelable 
aux rayons X, ce qui n’a pas CtC le cas. Le 
resultat du dosage correspond done bien a 
une phase unique de carbure mixte. 

III. De’termination de la Formule de 
Composition 

TABLEAU II 
DOSAGE DE TROIS ~CHANTILLONS DE CARBURE MIXTE: COMPOSITION APRILS OXYDATION COMPLETE 

Si02 MgO CaO Fer03 Mn304 TiOz NazO K20 

Composition du carbure 80,02% mixte oxyd6 poids 20,5 t en 0,5 0,04 0,2 0,l 0,014 0,05 0,22 0,56 

Composition d’une phase 
thkorique A&Sic4 oxydte 17,2% 22,8 
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x = 4,12 
y = 0,90 
2 = 3,98 

soit la formule de composition A14,i2 
siO,9Oc3,98. 

11 parait logique d’admettre, dans ces 
conditions, l’existence d’un carbure mixte 
de formule molaire A14SiC4, entoure d’un 
domaine de solubilite dont l’echantillon 
dose represente une des limites. 

Etude de la Structure de A14SiC4 

I. Prkparation de Monocristaux 

A 18OO”C, A14SiC4 se dissocie suivant la 
reaction: 

A14SiCa * 4Al,, + Si,,, + Csolide 

mais a 1950°C dans certaines conditions, il 
se produit une recristallisation t&s intense, 
ce qui a permis la preparation de monocris- 
taux par croissance cristalline a la surface 
de pastilles frittees de Al+SiC4 pur, de me- 
langes AlJiC4-A&C3 ou A14C3-Sic. 

Des pastilles de 5 mm d’epaisseur sont 
placees dans une zone presentant un gradi- 
ent de temperature de 2OWcm environ, a la 
temperature moyenne de 1960 ? IOT, sous 
argon U. Des monocristaux se rassemblent 
sur la face superieure la plus froide de la 
pastille, tandis que la face inferieure la plus 
chaude est soumise a une forte dissocia- 
tion. 11 arrive que quelques cristaux puis- 
sent se former Cgalement sur les parois du 
creuset. Un tel traitement poursuivi pen- 
dant deux heures permet de produire envi- 
ron 5 mg de monocristaux ayant l’aspect de 
plaquettes hexagonales (Fig. 2). Ces pla- 
quettes, pouvant atteindre 2 mm dans leur 
plus grande dimension et quelques dizaines 
de microns d’epaisseur, se classent en trois 
categories: -des plaquettes oranges, 
Cpaisses, preponderantes; -des plaquettes 
jaunes, transparentes, peu nombreuses; 
-des plaquettes incolores ou violacees, 
transparentes et tres fines. 

P I 

0,l mm 

FIG. 2. Monocristaux de A14SiC4. 

La difficult6 essentielle de cette prepara- 
tion reside dans le contrble rigoureux de la 
temperature. En-dessous de 1950°C la 
croissance cristalline n’a pas lieu, tandis 
qu’au-dessus de 1980°C s’effectue la disso- 
ciation complete, non seulement de la pas- 
tille d’origine, mais aussi des monocristaux 
form&. Les variations de temperature, diffi- 
tiles a controler, sont a l’origine des de- 
fauts de cristallisation et de la precipitation 
de graphite observee dans certains cristaux 
(Fig. 3). 

ZZ. Zdenti$cation des Monocristaux 

Une analyse de ces monocristaux a la mi- 
crosonde electronique a permis de dtter- 
miner leur profil de composition. Les pla- 
quettes jaunes et fines sont constituees 
d’une phase unique, de composition identi- 
que a celle d’un Ctalon de A14SiC4 fritte. 
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t I 

O.lmm 

FIG. 3. Monocristal de &Sic4 partiellement disso- 
citt. L’impuretk fibreuse blanche est constituke d’oxy- 
carbure A&O&. 

Les plaquettes Cpaisses de couleur orange 
sont constituees de deux sortes de cristaux 
juxtaposes: une phase de composition 
voisine de celle de A4SiC4, avec toutefois 
un defaut de silicium, et une phase dont la 
composition se rapproche de celle du car- 
bure d’aluminium, avec presence d’environ 
3% en poids de silicium. Aucune trace 
d’oxygbne n’a pu y Ctre decelee, et il sem- 
ble que la formation de ces cristaux com- 
plexes resulte d’un mecanisme de crois- 
sance en Cpitaxie entre A4SiC4 et A4C,. La 
differentiation des deux phases peut Ctre 
obtenue aisement par corrosion selective 
de Al& a l’air ambiant (Fig. 4). 

En microdiffraction Clectronique sur 
poudre, les distances interreticulaires me- 
surees sur un grand nombre de cliches per- 
mettent d’identifier avec certitude A4SiC4. 

Les Figs. 5 et 6 presentent des cliches de 
diffraction caracteristiques, ainsi que leur 
indexation dans un systeme hexagonal. 
Dans cette hypothese, les taches intenses 
de la strate (OOL)* correspondent B L pair. 
Les taches de faible intensite, telles que L 
soit impair, resultent de la double diffrac- 
tion electronique. Enfin, si l’on admet une 
maille hexagonale, les parametres peuvent 
etre determines de facon approchee. On ob- 
tient: a = 3,3 A et c = 21,s A. 

En microscopic optique, les monocris- 
taux de A14SiC4 ne presentent ni macles ni 
structure de type mosdique. L’observation 
en lumibe polarisee montre qu’il s’agit de 
cristaux uniaxes, l’axe de symetrie princi- 
pal &ant normal aux plaquettes cristallines. 
Les Figs. 7 et 8 montrent quelques formes 
de croissance observees au microscope a 
balayage. La Fig. 9 represente une vue de 
profil de l’un de ces cristaux, et met en Cvi- 
dence son aspect feuillete. 

III. Diagrammes de Laue 

Les differents types de cristaux selec- 
tionnes au microscope optique sont colles a 
l’extrtmite d’une baguette de verre et mon- 
t&s sur une t&e goniometrique. L’existence 
d’un axe de symetrie d’ordre Cleve normal 
au plan des plaquettes cristallines facilite le 
regiage du goniometre. Le diagramme de 
Laue d’un cristal de A14SiC4 pur, realise 
avec une chambre de precession de 
Buerger, montre l’existence d’un axe de sy- 
m&tie d’ordre 6 et de six plans de symetrie 
passant par cet axe (Fig. 10). 

I1 s’agit d’une structure hexagonale, la 
classe de Laue &ant 6 mm. Le cliche de 
strate correspondant permet de determiner 
le parambtre de maille du reseau reciproque 
a* = 15,00 k 0,25 mm et d’en deduire le 
parametre a du reseau direct: a = 3,28 k 
0,06 ii. 

Les diagrammes de Laue des cristaux 
biphases se presentent comme le resultat 
de la superposition de la figure de diffrac- 
tion d’un cristal de A14SiC4 pm et dune fig- 
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7-- Al KCY 2.105 impulsions, 12 kV, 12 nA 
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Si W 2.104 impusions, 12 kV, 12 nA 

linge de scan: 100~~ 

FIG. 4. Etude & la microsonde dlectronique du profil de composition d’un cristal biphas6. 
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40 - 0;2 

FIG. 5. Al&C.+: diffraction Clectronique St1 
(OOl)*. 2AL = 36,5. 

‘ate 

. . . . 
120 ii0 100 110 

. . . 
070 000 010 

1io . . . 
ioo ilo I20 

FIG. 6. A14SiC4: diffraction Clectronique. Axe 
zone [CKU]. 2LA = 38. 

de 

FIG. 7. Formes de koissances B la surface d’un 
monocristal de A14SiC4. 

FIG. 8. Formes de croissances B la surface d’un 
monocristal de Al$iC4. 



I I 

5/U 
FIG. 9. Vue de profil d’un monocristal de A14SiC4: 

aspect feuilletk. 

ure hypothetique compkmentaire, a syme- 
trie ternaire, dont l’axe et les trois plans de 
symetrie coincident avec l’axe et les trois 
plans de la Fig. 10. Cette figure hypotheti- 
que est reproduite par rotations successives 
d’angle kd3. 

et FIG. 10. Diagramme de Laue d’un monocristal de 
A14SiC4: faisceau incident normal & la plaquette cris- 
talline. 
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FIG. Il. Cliche de strate h01 d’un cristal biphask 

Le cliche de strate correspondant (Fig. 
11) a permis de determiner le parametre c 
de A14SiC4. La presence de la trace du puits 
et de nombreuses extinctions sur la rangee 
(OOL)* rendent necessaire l’utilisation de la 
rangee (lOL)*. 11 y apparait deux series de 
taches correspondant a des intervalles IC- 
gerement differents. Les taches les plus 
nombreuses correspondent a A14SiC4. Le 
parametre c* du reseau reciproque est ob- 
tenu en determinant la longueur d’un inter- 
valle, a partir de plusieurs intervalles 
denombres en tenant compte des extinc- 
tions. Les valeurs experimentales obtenues 
sont: 

et 

c* = 1,960 2 0,005 mm 

c = 21,75 k 0,05 A. 

La mesure d’un intervalle correspondant 
a la deuxieme serie de taches, plus delicate 
en raison de nombreuses extinctions, 
aboutit 8: 

c* = 1,71 + 0,03 mm 

c = 248 2 0,4 A 
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TABLEAU III 

FICHE SIGNALBTIQUE DE Ai4SiC4 CARBOSILICIURE 
D'ALLJMINIUM 

Formule m&ire 
Masse molaire 
StNCtUIe 
PW%l=treS 
Densite theorique 
Nombre de molecules 

par maille 

Al&C4 
184,04 g molem’ 
Hexagon& 
(1 = 3,28 -r 0,06 .k c = 21.72 + 0.06 A 
0, = 3.02 + 0,l I g - cm-) 
2=2 

qui est le parametre c de la maille de A&C3 
d&rite dans le systeme hexagonal. 

Le diagramme de Debey-Scherrer de Al4 
Sic4 est tres voisin de celui de A&N. En 
particulier, l’indexation et les intensites de 
raies proposees par Stackelberg pour 
Al&N sont identiques a celles observees 
avec A14SiC4. I1 pourrait done s’agir de 
deux isotypes. Dans ce cas, la formule mo- 
laire du carbure mixte serait bien A&Sic4 et 
son groupe d’espace P63mc. Par analogie 
avec les carbonitrures d’aluminium, il pour- 
rait Cgalement exister une famille de carbo- 
siliciures d’aluminium de formule g&&ale 
(Sic), , Al&j. 

IV. DifSractogramme de Debye-Scherrer 

Sur les bases definies precbdemment, le 
diffractogramme Debye-Scherrer d&-it au 
Tableau 1 a pu etre index6 dans le systeme 
hexagonal. L’affinement des parametres 
conduit a a = 3,28 -C 0,06 A et c = 21,72 5 
0,06 A. La densite mesuree est Cgale a p = 
3,00 rt 0,lO g - cme3, ce qui permet, en 
adoptant Al&C4 comme formule molaire, 
de calculer la densite theorique D, = 3,02 -+ 
0,ll g * cme3 et le nombre de molecules par 
maille Z = 2. 

Conclusion 

Le Tableau III recapitule les principales 
caracteristiques structurales du carbosili- 
ciure d’aluminium A@iC4. 

Generalisation 

Stackelberg et al. (8, 9), en preparant du 
carbure d’aluminium en atmosphere d’a- 
zote, ont mis en evidence l’existence d’un 
compose de formule Al&N, dont l’aspect 
et les proprietes chimiques sont voisins de 
ceux present& par Al&. De structure hexa- 
gonale, ce carbonitrure a pour parametres 
de maille: a = 3,28 A et c = 21,67 A. 

Le dosage des trois elements presents 
dans le carbure mixte du systeme Al-Si-C 
a montre que sa formule de composition est 
en accord avec la formule moleculaire Al4 
SiC4. Une methode de preparation de 
monocristaux de ce compose a CtC mise au 
point, par croissance cristalline a la surface 
d’echantillons frittes chauffes a 1960°C. 
L’etude de ces cristaux par diffraction des 
rayons X a montre que le carbure mixte 
A&Sic4 est de structure hexagonale, avec 
comme parambtres de maille a = 3,28 A et 
c = 21,72 A. Ce compose parait Ctre iso- 
type du carbonitrure d’aluminium Al&N, 
ce qui par analogie avec la famille des car- 
bonitrures d’aluminium de type Al4 
C,(AIN), pourrait suggerer l’existence 

TABLEAU IV 

CARACTBRISTIQUESCRISTALLOGRAPHIQUES DE 
A14SiC4 ET DES CARBONITRURES D'ALUMINIUM 

Classe Groupe D* 
Fomwle Z de Law d’espace (1, Ii, (g cm-‘) 

De leur cot& Jeffrey et Wu (10) ont 
decouvert l’existence d’une famille de 
carbonitrures d’aluminium de formule 
g&&ale (AlN),Al&. Leurs caracteristi- 
ques cristallographiques figurent, avec 
celles de Al,$i&, au Tableau IV. 

Al&iCd 2 6m 3.28 21,72 3.02 
Al&N 2 6m P6qnc 3,281 21,67 3.039 

&Cd% 3 3m RTm 3,248 40.03 3.076 
AlS3N3 2 6m P63mc 3,226 31,70 3,102 
AI&,N8 3 6m Wzmc 3,197 41.69 3,141 

.GGW’ 3 3m RTm 3,186 70.00 3,157 

a Cornpa& hypothktiques 
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d’une famille de carbosiliciures de formule 
gCnCrale A&(SQ,. Par ailleurs, des 
phCnomCnes de croissance en Cpitaxie en- 
tre A14SiC4 et Al& ont CtC mis en Cvi- 
dence, ainsi que la.possibilitk d’une faible 
dissolution 21 1’Ctat solide de silicium dans 
Al& et d’aluminium dans A14SiC4. 
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